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(57) Abstract 

A semiconductor device (1), e.g. a power 
laser diode ingot, is mounted on a support unit 
(2). A stress compensating layer (3) is provided 
between the semiconductor component (1) and sup- 
port unit (2) and consists of a material for which 
ath is matched to that of the semiconductor com- 
ponent and which has a high modulus of elasticity. 
Mechanical stresses are almost completely compen- 
sated by the stress compensating layer (3) alone 
within the elastic stretch on range. This facilitates 
the production of compounds that are resistant to 
high temperatures and stable through the tempera- 
ture cycles. 
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Beschreibung 
Halbleitervorrichtung 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Halbleitervorrichtung 
nach dem Oberbegriff des Anspruches l. Insbesondere handelt 
es sich hierbei um ein Leistungs-Halbleiterbauelement , wie 
beispielsweise ein Leistungs-Laserdioden-Barren Oder ein Lei- 
stungs-Transistor, der auf einem Kuhlkorper (Warmesenke) be- 
festigt ist. 



Eine solche Halbleitervorrichtung ist beispielsweise aus der 
deutschen Of f enlegungsschrif t DE 4 315 580 bekannt . Hierin 
ist eine Anordnung aus Laserdioden und einem Kuhlsystem be- 
schrieben, bei der ein Laserdioden- Barren auf einer Mikroka- 
nalwarmesenke (MKWS) , bestehend aus Kupf erblechen, aufgelotet 
ist. Zur Reduzierung von Verspannungen aufgrund unterschied- 
licher thermischer Ausdehnungen des Laserdioden-Barrens {z. 
B. bestehend aus einer Anordnung von GaAs und A^Ga^^As- 
Schichten) und der MKWS werden als Verbindungsmittel soge- 
nannte Weichlote wie beispielsweise In, InSn oder PbSn ver- 
wendet. Weichlote weisen eine sehr gute plastische Verform- 
barkeit auf und kompensieren mechanische Spannungen im pla- 
stischen Dehnungsbereich . 

Ein Nachteil der oben beschriebenen Anordnung besteht darin, 
daS die Lotverbindung zwischen Laserdioden -Barren und MKWS 
nur sehr niedrige Temperaturbestandigkeit und geringe Tempe- 
raturzykelbestandigkeit bis zum teilweisen oder vollstandigen 
Bruch der Verbindung aufgrund haufiger Belastung im plasti- 
schen Dehnungsbereich aufweist. Ein teilweises oder vollstan- 
diges Abreifien des Laserdioden-Barrens von der MKWS fuhrt 
aber zu einer Verschlechterung der Warmeableitung vom sowie 
zu einer inhomogenen Stromverteilung im Laserdioden-Barren 
und kann im Extremfall dessen Zerstdrung bewirken. 
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Derartige Probleme beschranken sich verstandlicherweise nicht 
ausschlieSlich auf Laserdioden, sondern treten uberall dort 
auf, wo ein Halbleiterbauelement , das auf ein Tragerteil raon- 
tiert ist, dessen thermischer Ausdehnungskoef f izient von dem 
5 des Halbleiterbauelements stark abweicht, im Betrieb groSeren 
Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine Halbleitervorrichtung zu entwickeln, bei der die Verbin- 
10 dung zwischen dem Halbleiterbauelement und dem Tragerteil ei- 
ne verbesserte Temperaturbestandigkeit und eine hone Tempe- 
raturzykelstabilitat aufweist. 

Diese Aufgabe wird durch eine Halbleitervorrichtung mit den 
15 Merkmalen des Anspruches 1 oder des Anspruches 3 gel6st. Be- 
vorzugte Ausfiihrungsf ormen der Erfindung sind in den Unteran- 
spruchen 2 sowie 4 bis 11 angegeben. 

Erf indungsgemaS ist vorgesehen, daS zwischen dem Halbleiter- 
20 bauelement und dem Tragerteil eine Spannungskompensations- 
schicht vorgesehen ist. Diese besteht aus einem Material, 
dessen thermischer Ausdehnungskoef f izient ahnlich dem des Ma- 
terials des Halbleiterbauelements ist und das einen derart 
hohen Elastizitatsmodul aufweist, da£ die Spannungskompensa- 
25 tionsschicht mechanische Spannungen zwischen dem Halbleiter- 
bauelement und dem Tragerteil aufgrund von unterschiedlichen 
thermischen Ausdehnungen im elastischen Dehnungsbereich kom- 
pensiert . Die Spannungskompensationsschicht ist mittels einer 
ersten Hartlotschicht mit dem Halbleiterbauelement und rait- 
30 tels einer zweiten Hartlotschicht mit dem Tragerteil verbun- 
den. 

Die Spannungskompensationsschicht erstreckt sich bevorzugt im 
wesentlichen uber den gesamten Verbindungsbereich zwischen 
35 Halbleiterbauelement und Tragerteil, wodurch eine maximale 

Spannungskorapensation gewahrleistet ist. Bei einer besonders 
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bevorzugten Ausfiihrungsf orm grenzt die erste Hartlotschicht 
einerseits unmittelbar an das Halbleiterbauelement und ande- 
rerseits unmittelbar an die Spannungskompensationsschicht . 
Analog dazu grenzt die zweite Hartlotschicht einerseits un- 
mittelbar an die Spannungskompensationsschicht und anderer- 
seits unmittelbar an das Tragerteil. Im Falle einer einzigen 
Hartlotschicht (Spannungskompenationsschicht ist auf Halblei- 
terbauelement oder Tragerteil aufgebracht) grenzt diese ei- 
nerseits an die Spannungskompensationsschicht und anderer- 
seits an das Halbleiterbauelement bzw. an das Tragerteil an. 

Die erf indungsgemaEe Halbleitervorrichtung hat den Vorteil, 
daS mechanische Verspannungen, verursacht durch unterschied- 
liche thermische Ausdehnungen von Tragerteil und Halbleiter- 
bauelement nicht mehr, wie aus dem Stand der Technik bekannt, 
mittels eines plastisch verformbaren Weichlotmaterials kom- 
pensiert werden, sondern grdStenteils von der Spannungskom- 
pensationsschicht im elastischen Dehnungsbereich aufgenommen 
werden. Die mechanischen Spannungen werden daher auch bei 
Verwendung von sehr stabilen und im Vergleich zu Weichlot- 
schichten sehr starren Verbindungsschichten, bevorzugt Hart- 
lotschichten, nicht in das Innere des Halbleiterbauelements 
ubertragen. Mechanische Spannungen im Halbleiterbauelement, 
insbesondere bei einem Halbleiterlaser-Bauelement , wvirden zu 
einer Beeintrachtigung der Funktion des Halbleiterbauelements 
fuhren. Daher ist es durch die Erfindung moglich, Verbindun- 
gen zwischen Halbleiterbauelement und Tragerteil herzu- 
stellen, die hochtemperaturf est (>250°C) und extrem zykelsta- 
bil sind. Als Hartlotmateralien fur die Verbindungsschichten 
eignen sich beispielsweise AuSn, AuGe oder AuSi. 

Hartlotverbindungen besitzen im allgemeinen eine wesentlich 
hohere mechanische und thermische Stabilitat als die bekann- 
ten Verbindungen aus verformbaren Lotmaterialien . An Stelle 
derartiger Hartlotmaterialien konnen selbstverstandlicherwei - 
se auch andere Verbindungsmaterialien, welche die oben er- 
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wahnten Eigenschaf ten aufweisen, verwendet sein. Der Begriff 
„Hartlot" schlieSt im Zusammenhang mit der vorliegenden Er- 
findung auch diese Materialien mit ein. 

5 Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erf indungsgemaSen 
Halbleitervorrichtung ist die Spannungskompensationsschicht 
eine Folie, z. B. ein Molybdan-Leadf rame (AnschluSrahmen) . 
Eine Folie kann vorteilhaf terweise separat, d. h. vom Halb- 
leiterbauelement entkoppelt hergestellt und raechanisch sehr 
10 stabil ausgebildet sein. Bei der Fertigung einer derartigen 
Spannungskompensationsschicht ist es namlich nicht mehr er- 
forderlich, auf ProzeEschritte , die zu einer Schadigung des 
Halbleiterbauelements fuhren wiirden (z. B. Hochtemperaturbe- 
handlungen) , zu verzichten. 

15 

Besonders vorteilhaft fur die Fertigung einer Mehrzahl von 
erf indungsgemaEen Halbleitervorrichtungen ist es, wenn die 
Halbleiterbauelemente auf Leiterbander montiert werden, die 
aus dem Material der Spannungskompensationsschicht bestehen. 

20 Die Halbleiterbauelemente konnen dann auf einfache Weise mit 
Hilfe von herkommlichen Montagelinien kostengunstig weiter- 
verarbeitet werden. Diese Ausf uhrungsf orm hat den weiteren 
Vorteil, daS die Spannungskompensationsschicht mit einer An- 
schluSfahne ausgebildet und somit gleichzeitig als elektri- 

25 scher Anschlufi zur Stromzuf uhrung fur das Halbleiterbauele- 
ment verwendet werden kann. 

Bei einer anderen Losung der Aufgabe ist auf einer Hauptfla- 
che des Halbleiterbauelements Oder des Tragerteils beispiels- 

30 weise mittels Aufsputtern, Aufdampfen, oder mittels eines an- 
deren dem Fachmann als geeignet bekannten Verfahrens eine 
Spannungskompensationsschicht auf gebracht . Diese ist mittels 
einer Hartlotschicht mit dem Tragerteil bzw. mit dem Halblei- 
terbauelement verbunden und besteht im wesentlichen aus einem 

3 5 Material, dessen thermischer Ausdehnungskoef f izient ahnlich 
dem des Materials des Halbleiterbauelements ist- und das einen 
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derart hohen Elastizitatsmodul aufweist, daS die Spannungs- 
kompensationsschicht mechanische Spannungen aufgrund von un- 
cerschiedlichen thermischen Ausdehnungen des Halbleiterbau- 
elements und des Tragerteils im wesentlichen im elastischen 
Dehnungsbereich kompensiert . Dies hat den Vorteil, daS nur 
noch eine Hartlotschicht zwischen Tragerteil und Spannungs- 
kompensationsschicht bzw. zwischen Halbleiterbauelement und 
Tragerteil erforderlich ist . Damit kann gegenuber der erstge- 
nannten Aus fuhrungs form vorteilhaf terweise die mit der Aus- 
bildung von Hartlotverbindungen verbundene Temperaturbela- 
stung des Halbleiterbauelements reduziert werden. Die Span- 
nungskompensationsschicht erstreckt sich auch hier bevorzugt 
uber den gesamten Verbindungsbereich zwischen Halbleiterbau- 
element und Tragerteil . 

Fur die Spannungskompensationsschicht eignen sich samtliche 
Materialien mit einem hohen Elastizitatsmodul, hoher FliefS- 
spannung und hoher Temperaturbestandigkeit . Als bevorzugtes 
Spannungskompensationsschichtmaterial fur Halbleiterbauele- 
mente aus GaAs und/oder AlGaAs ware beispielsweise Molybdan 
anzufuhren. Ebenso besitzen z. B. auch Wolfram, Cuw-Legierun- 
gen und CuMo-Legierungen (Cu-Anteil jeweils zwischen 10 und 
20%) die oben genannten erf orderlichen Eigenschaf ten fur 
Spannungskompensationsschichtmaterialien. Alle diese Materia- 
lien lassen sich sowohl als Folie als auch als Sputter-, Auf- 
dampf- oder Galvanikschicht herstellen und weisen vorteil- 
haf terweise eine gute Warmeleitf ahigkeit auf . 

Besonders positiv wirkt sich die Erfindung bei Leistungs- 
Halbleiterbauelementen wie z. B. Leistungs-Laserdioden oder 
Leistungs-Transistoren aus, die auf Kuhlkorper montiert sind. 
Wahrend sich die oben genannten Halbleiterbauelemente be- 
kannterweise betriebsbedingt stark erhitzen, erfahren die 
Kuhlkorper bestimmmungsgemaE nur eine geringfugige Erwarmung. 
Unterschiedliche thermische Ausdehnungen sind auf grunddessen 
bei diesen Bauteilen unvermeidbar . Die dadurch hervorgeruf e- 
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nen mechanischen Verspannungen zwischen Halbleiterbauelement 
und Tragerteil werden erf indungsgemaE weitestgehend von der 
Spannungskompensationsschicht auf genommen . Eine mechanische 
Belastung des Halbleiterbauelements tritt daher, wenn uber- 
5 haupt, nur in gerinfiigigem MaEe auf. 

Vorteilhaft wirkt sich die Erfindung jedoch auch bei Halblei- 
tervorrichtungen aus, die groEen Schwankungen der Umge- 
bungstemperatur ausgesetzt sind, wie dies beispielsweise in 

10 Automobilen, Flugzeugen, Ofen usw. der Fall ist, und bei de- 
nen ein Halbleiterbauelement auf einem Tragerteil befestigt 
ist, dessen thermischer Ausdehnungskoef f izient von der des 
Halbleiterbauelements deutlich verschieden ist. Als Beispiele 
seien hier Si- oder III-V-Halbleiterbauelemente auf Cu-Lead- 

15 frames genannt . 

Bei einer besonders bevorzugten Aus fuhrungs form der erfin- 
dungsgemaEen Halbleitervorrichtung weist das Halbleiterbau- 
element AljjGai.jeAs (0 < x < 1) auf und/oder besteht das Tra- 
20 gerteil im wesentlichen aus einem metallischen Werkstoff , aus 
Halbleitermaterial mit guter Warmeleitf ahigkeit oder aus Dia- 
mant . 

Weitere Vorteile, Merkmale und ZweckmaEigkeiten der Erfindung 
25 ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von vier Ausfuh- 
rungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren 1 bis 5 . 

Es zeigen: 

Figur 1 eine schmatische Schnittdarstellung eines ersten Aus- 
3 0 fuhrungsbeispieles einer erf indungsgemaEen Halblei- 

tervorrichtung, 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 

ein zweites Ausfuhrungsbei spiel einer erf indungsgema- 
Sen Halbleitervorrichtung, 
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Figur 3 eine schematische Schnittdarstellung eines dritten 
Ausfuhrungsbeispieles einer erf indungsgemaEen Halb- 
leitervorrichtung, 

Figur 4 eine schematische Schnittdarstellung eines vierten 
Ausfuhrungsbeispieles einer erf indungsgemaEen Halb- 
leitervorrichtung, 

Figur 5 eine schematische Darstellung einer Draufsicht auf 
eine besondere Ausf uhrungs form des dritten Ausfuh- 
rungsbeispieles einer erf indungsgemaEen Halbleiter- 
1 vorrichtung, 

Bei einem in Figur 1 dargestellten ersten Ausf iihrungsbeispiel 
ist ein Halbleiterbauelement 1 auf einem Tragerteil 2 befe- 
stigt. Das Halbleiterbauelement 1 ist beispielsweise eine 
Leistungs-Laserdiode, ein Leistungs-Laserdiodenbarren, ein 
Leistungs-Transistor oder ein anderes Halbleiterbauelement 
mit den fur einen bestimmungsgemaEen Betrieb erf orderlichen 
elektrischen Anschlussen 9,10. Das Tragerteil 2 ist bei- 
spielsweise ein herkommlicher Kiihlkorper, der z. B. aus Cu, 
Si, Diamant oder aus einem anderen gut warmeleitenden Mate- 
rial besteht, oder eine elektrische AnschluEplatte , die wie- 
derum aus Kupfer oder aus einem anderen gut elektrisch lei- 
tenden Werkstoff bestehen kann. Selbstverstandlich kann ein 
Kiihlkorper, vorausgesetzt dieser ist elektrisch leitend, 
gleichzeitig als elektrischer AnschluE fur das Halbleiterbau- 
element genutzt sein. 

Zwischen dem Halbleiterbauelement l und dem Tragerteil 2 be- 
findet sich eine Spannungskompensationsschicht 3, beispiels- 
weise eine Molybdanf olie (Dicke z . B . zwischen 20 und 300 fim) 
oder eine Folie aus einem anderen Material mit den weiter 
oben genannten Eigenschaf ten, insbesondere mit einem hohen 
Elastizitatsmodul und einem thermischen Ausdehnungskoef f i- 
zienten, der dem des Materials des Halbleiterbauelements l 
ahnlich ist. Diese Spannungskompensationsschicht 3 ist mit- 
tels verbindungsschichten 4, 5 einerseits mit dem Halbleiter- 
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bauelement 1 und andererseits mit dem Tragerteil 2 starr ver- 
bunden und erstreckt sich fiber den gesamten Verbindungsbe- 
reich 13 zwischen Halbleiterbauelement 1 und Tragerteil 2 . 
Als Material fur die Verbindungsschichten 4, 5 eignet sich 
5 ein Hartlotmaterial, wie z. B. AuSn, AuGe oder AuSi. 

Bei einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel, von dem in Figur 2 ei- 
ne schematische Draufsicht dargestellt ist, weist die Span- 
nungskompensationsschicht 2 eine AnschluSf ahne 6 auf . Die 

10 Spannungskompensationsschicht 3 dient in diesem Ausfiihrungs- 
beispiel gleichzeitig als elektrischer AnschluS (Leadframe) 
fur das Halbleiterbauelement. Hinsichtlich Material der Span- 
nungskompensationsschicht 3 und hinsichtlich Verbindungs- 
schichten 4, 5 ist dieses Ausfiihrungsbeispiel entsprechend 

15 dem oben beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel von Figur 1 ausge- 
fiihrt . 

Das Ausfiihrungsbeispiel von Figur 3 weist gegeniiber den bei- 
den vorgenannten Ausfuhrungsbeispielen den Unterschied auf, 

20 da£ hier, wie in Figur 3 deutlich dargestellt, nur zwischen 
Halbleiterbauelement 1 und Spannungskompensationsschicht 3 
eine Verbindungsschicht 4 angeordnet ist. Die Verbindungs- 
schicht 4 besteht wiederum aus einem Hartlotmaterial und die 
Spannungskompensationsschicht 3 ist direkt auf eine Hauptfla- 

25 che 7 des Tragerteiles 2 aufgebracht. Als Herstellungsverf ah- 
ren fur eine derartige Spannungskompensationsschicht 3 eignen 
sich beispielsweise Sputtern, Aufdampfen, Galvanik oder eine 
andere dem Fachmann als geeignet bekannte Methode. Denkbar 
ist aber auch, daS eine vorgef ertigte Spannungskompensations - 

30 schicht 3 mittels Dif f usionsschweiSen oder anodischem Bonden 
auf dem Tragerteil 2 befestigt ist, falls fur die Spannungs- 
kompensationsschicht 3 und das Tragerteil 2 geeignete Mate- 
rialien fur ein derartiges Verfahren verwendet sind. 

3 5 Wie in Figur 5 gezeigt, kann die Spannungskompensations- 
schicht 3 auch dann mit einer AnschluSf ahne 6 versehen sein, 
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wenn sie, wie beim Ausf iihrungsbeispiel von Figur 3, auf dem 
Tragerteil 2 aufgebracht ist. Die Spannungskompensations- 
schicht 3 mit AnschluSf ahne 6 kann beispielsweise mittels 
strukturierter Aufbringung (Sputtern, Aufdampfen o. a.) des 
Spannungskompensationsschichtmaterials auf das Tragerteil 2 
hergestellt sein. 

Bei dem in Figur 4 schematisch dargestellten vierten Ausfuh- 
rungsbeispiel ist die Spannungskompensationsschicht 3 auf ei- 
ne Hauptflache 8 des Halbleiterbauelements 1 aufgebracht. 
Zwischen dem Tragerteil 2 und der Spannungskompensations- 
schicht 3 befindet sich eine Verbindungsschicht 5, die wie- 
derum bevorzugt aus einem Hartlotmaterial besteht. Die Span- 
nungskompensationsschicht kann wiederum mittels Sputtern, 
Aufdampfen o. a. auf die Unterseite des Halbleiterbauelements 
1 aufgebracht sein. 



AbschlieEend ist noch anzufiihren, daft, wie in Figur 3 durch 
gestrichelte Linien angedeutet, bei einer weiteren vorteil- 
haften Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemaSen Halbleitervor- 
richtung der elektrische AnschluB 9 an der Oberseite des 
Halbleiterbauelements l uber eine Verbindungsschicht 12 mit 
einer AnschluSschicht li verbunden ist, die aus demselben Ma- 
terial besteht wie die Spannungskompensationsschicht 3. Da- 
durch konnen mechanische Spannungen im Halbleiterbauelement l 
aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen von Halb- 
leiterbauelement 1 und Tragerteil 2 weiter reduziert werden. 
Diese Weiterbildung der Erfindung kann selbstverstandlicher- 
weise bei jedem der vier oben beschriebenen Ausfiihrungs- 
beispiele vorgesehen sein. 
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Patentanspriiche 

1. Halbleitervorrichtung, bei dem ein Halbleiterbauelement 
auf einem Tragerteil befestigt ist, dadurch gekenn- 

5 zeichnet, da£ zwischen dem Halbleiterbauelement (1) und 
dem Tragerteil (2) eine Spannungskompensationsschicht (3) 
vorgesehen ist, die aus einem Material besteht, dessen ther- 
mischer Ausdehnungskoef f izient an den des Materials des Halb- 
leiterbauelements (l) angepafit ist und das einen hohen Ela- 

10 stizitatsmodul aufweist, derart, da£ die Spannungskompensati- 
onsschicht mechanische Spannungen zwischen dem Halbleiterbau- 
element (1) und dem Tragerteil (2) kompensiert, und da£ die 
Spannungskompensationsschicht (3) mittels einer ersten Hart- 
lotschicht (4) mit dem Halbleiterbauelement (1) und mittels 

15 einer zweiten Hartlotschicht (5) mit dem Tragerteil (2) ver- 
bunden ist . 

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet , da£ die Spannungskompensationsschicht (3) 

20 eine Folie ist, die im wesentlichen aus Molybdan besteht. 

3. Halbleitervorrichtung, bei dem ein Halbleiterbauelement 
auf einem Tragerteil befestigt ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, da£ auf einer Hauptflache (8) des Halbleiterbau- 

2 5 elements (1) oder auf einer Hauptflache (7) des Tragerteiles 

(2) eine Spannungskompensationsschicht (3) aufgebracht ist, 
daS die Spannungskompensationsschicht (3) mittels einer Hart- 
lotschicht (5 bzw. 4) mit dem Tragerteil (2) bzw. mit dem 
Halbleiterbauelement (1) verbunden ist und dafi die Span- 

3 0 nungskompensationsschicht (3) aus einem Material besteht, 

dessen thermischer Ausdehnungskoef f izient an den des Materi- 
als des Halbleiterbauelements (1) angepa&t ist und das einen 
hohen Elastizitatsmodul aufweist, derart, da£ die Spannungs- 
kompensationsschicht (3) mechanische Spannungen zwischen dem 
35 Halbleiterbauelement (l) und dem Tragerteil (2) kompensiert. 



WO 97/35347 



PCT/DE97/00574 



zeicl: 



11 

Halbleitervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
daS die Spannungskompensationsschicht (3) mit- 
tels Sputtern oder Aufdampfen aufgebracht ist . 

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gek e n n z e i chne t , daS das Halbleiterbauelement 
(1) A^Gax.xAs (0 < x < 1) aufweist. 

6. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Spannungskompensationsschicht 
(3) ira wesentlichen aus Molybdan besteht. 

7. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet , daS das Tragerteil (2) aus ei- 
nem metallischen Werkstoff, aus Halbleitermaterial oder aus 
Diamant besteht. 

8. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS das Halbleiterbauelement 
(1) ein Leistungs -Halbleiterbauelement und das Tragerteil (2) 
eine Warmesenke ist . 

9. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dag das Halbleiterbauelement 
(1) ein Leistungs-Halbleiterlaser-Barren ist. 

10. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, da£ sich die Spannungskom- 
pensationsschicht (3) uber den gesamten Verbindungsbereich 
(13) zwischen deme Halbleiterbauelement (l) und dem Trager- 
teil (2) erstreckt. 



11. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche l bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Spannungskompensa- 
tionsschicht (3) eine Anschlufif ahne (6) aufweist. 
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